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a- EM3 modelindeki θ parametresi ile SPICE GP modelindeki IKF dirsek akımı 
arasındaki ilişkiyi araştırınız. Bağıntıları karşılaştırarak ve çalışma şartlarını da 
dikkate alarak ileri yönde çalışma için IKF dirsek akımını θ parametresine 
bağlayan bağıntıyı yazınız. 

Bir npn transistor için VBC = o şartı altında ölçüm sonucu elde edilmiş olan 
IC= IC(VBE), IB = IB(VBE) değişimleri ile βF = βF(IC) değişimi Şekil-ı ve Şekil-2'de, VBE = 
sabit çıkış özeğrileri Şekil-3’de, bunlara ilişkin ölçüm verileri de ekli tablolarda 
verilmiştir. VT = 26mV olarak saptanmıştır.  

 
b- İlgili karakteristikleri ve ölçüm verilerini kullanarak söz konusu npn tranzistor 

için IS(0) doyma akımını,  βF akım kazancının akıma bağımlılığını modelleyen 
βFM(O), ISE, nEL ve IKF model parametrelerini belirleyiniz 

c- Çıkış özeğrilerinden yararlanarak VAF Early geriliminin nasıl bulunacağını 
araştırınız, bunun için bir yöntem öneriniz. Verilerden ve önerdiğiniz 
yöntemden yararlanarak VAF Early gerilimini bulunuz. 

Elde ettiğiniz model parametrelerini kullanarak SPICE benzetim programı 
yardımıyla aynı değişimleri benzetim yoluyla çıkartınız. Benzetimle elde 
ettiğiniz değişimleri verilen ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırarak aradaki farkları 
yorumlayınız. 

Yol gösterme: βFM(O), ISE, nEL ve IKF parametreleri için βF = βF (IC) değişimi yardımıyla a1, a2 
ve a3 katsayılarını belirleyiniz, bunlardan yararlanarak βFM(O), ISE, nEL ve θ 
parametrelerini hesaplayınız. (a) da bulduğunuz bağıntıyı ve θ parametresini bir 
ara büyüklük olarak kullanarak IKF parametresini bulunuz. 



 
Şekil-1. IC= IC(VBE), IB = IB(VBE) değişimleri 

 



 
Şekil-2. βF = βF(IC) değişimi 



 
Şekil-3. VBE = sabit çıkış özeğrileri 

 
 
 
 

 


